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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ В ОПРОМІНЕНИХ 

ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ МОНОКРИСТАЛАХ n-Ge 

 

Досліджено ефект Холла для монокристалів n-Ge, опромінених різними потоками електронів з енергією 

10 МеВ. Враховуючи отримані експериментальні результати, знайдено енергетичний спектр рівнів радіаційних 

дефектів та встановлено їхні основні параметри. На основі розв’язків систем рівнянь електронейтральності 

показано, що створеним радіаційним дефектам належить лише два глибоких енергетичних рівні ( 0,27)cE   еВ 

та ( 0,27)VE   еВ. Незначну зміну енергетичного положення цих рівнів при збільшенні дози опромінення 

можна пояснити впливом внутрішніх механічних напружень, що виникають у ґратці германію навколо 

утворених радіаційних дефектів. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ОБЛУЧЕННЫХ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ МОНОКРИСТАЛЛАХ n-Ge 

 

Исследован эффект Холла для монокристаллов n-Ge, облученных различными потоками электронов с 

энергией 10 МэВ. Учитывая полученные экспериментальные результаты, найден энергетический спектр 

уровней радиационных дефектов и установлены их основные параметры. На основе решений систем уравнений 

электронейтральности показано, что созданным радиационным дефектам отвечают только два глубоких 

энергетических уровня ( 0,27)cE  эВ и ( 0,27)VE  эВ. Незначительное изменение энергетического положения 

этих уровней при увеличении дозы облучения можно объяснить влиянием внутренних механических 

напряжений, возникающих в решетке германия вокруг образованных радиационных дефектов. 
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германия. 
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RADIATION DEFECTS PARAMETERS DETERMINATION 

IN n-Ge SINGLE CRYSTALS IRRADIATED BY HIGH-ENERGY ELECTRONS 

 

Hall effect for single crystals of n-Ge, irradiated by various streams of electrons with an energy of 10 MeV is 

investigated. Taking into account the experimental results, the energy spectrum of radiation defects is found and 

established their parameters. On the basis solutions of electroneutrality equations systems is shown that the created 

radiation defects correspond only two deep energy levels ( 0,27)cE  eV and ( 0,27)VE  eV. A slight change of 

energy position of these levels with irradiation dose increasing can be explained by internal mechanical stresses 

influence that arise in the germanium lattice of around created of radiation defects. 
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